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第 5 章では，気相成長法でモリプデン基板上に n 形InP 膜を成長し，その上にp+形のCuxSe 膜を






第 6 章ではモリブデン基板上に作成した Zn ドープの p 型 InP 膜上に n 形 CdS 膜を真空蒸着法で形
成した太陽電池について述べる。 CdS /lnP 型太陽電池の光電変換効率は熱処理により向上し， 5000C 
の熱処理で最高 2.0%の値を得ている。短絡電流値は 100 mW /cm2 (AM1) の光照射-Fで、 18mA/cm2 と
高い値が得られている。多結晶セルの粒界損失を扱った Rothwarf のモデルおよび分光感度特性の解













n および、p 型 InP 多結晶薄膜に CuSe およびCdS をヘテロ接合した薄膜太陽電池を試作し，接合構
成と性能指数との関連について一連の基礎データを出し，その解析と検討を行なっている。本研究の
成果は低コストで高効率な，大面積薄膜太陽電池の連続自動化製造法を目指した新技術開拓の礎とも
言える仕事で，半導体工学の分野に貢献するところが多く，工学博士論文として価値あるものと認め
る。
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